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Ezamiyyot iizrs atrafl1 hesabat

Yb ilo asqarlanmis GaS nazik tebagelorinin fotogevirici
cihazlarda istifade  potensiali  aragdirilmisdir.  Tolim
miiddeatinde bu materiallarin struktural, optik ve elektrik
xassolori otrafli sokilde Oyronilmis ve fotogevirici cihazlarda
totbiqi yollar1 arasdirilmigdir. Layihenin asas maqsadi, asqar
maddasinin ve radiasiyanin materiallarin fiziki vo elektrik
xassolorineg tosirini tahlil etmok va bu dayisikliklarin fotogevirci
cihazlarda neco  ustiinlikklor temin eds  bilacayini

miiayyanlosdirmekdir.
1-ci Hoafta: Tacriiba Planlasdirilmas: ve Cihazlarin
Tanishq

Edilen Islar: Bu hafte arzinds tacriibs plani hazirlanmis
vo miixtalif Olgme cihazlarmin xisusiyyetlori ilo tanmishq
aparilmigdir. Layihe ¢orgivesinde istifade edilocok cihazlar
arasinda XRD (X-ray Diffraction), SEM (Scanning Electron
Microscopy), Raman  Spektroskopiyasi, FTIR (Fourier
Transform Infrared Spectroscopy), XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy), EDX (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ve
ToF-SIMS (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)
movcud idi. Bu cihazlar vasitesilo materiallarin kristal
qurulusu, sath morfologiyasi, optik xiisusiyyetlori vo elektrik
xassalari Oyranilocokdir.

Tacriiba li¢lin niimunalar hazirlanmis vo 6l¢gmae tisullar
va marhalalari detalli sokilda planlasdirilmisdir.

2-ci Hofta: Kristal Qurulus va Sath Morfologiyasinin
Arasdirilmasi

Edilen Islar: XRD Ol¢molari: Yb ilo agqarlanmanin va
radiasiyanin GaS nazik tebagelorinin kristal qurulusuna tesiri
aragdirlmigdir. XRD Olgmolari, asqar maddoesinin  vo
radiasiyanin kristal qurulusunda hansi dayisikliklora sabob
oldugunu ortaya ¢ixarmaga komek etmisdir. Magsad,
materialin strukturunun stabil olub-olmamasi ve radiasiya
tasiri ilo struktur dayisikliklarinin olub-olmamasi idi.

Naticalor: XRD o6lgmolori, Yb ilo asqarlanmis GaS nazik
tobagalerinin kristal strukturu {izerindaki tesiri gostermisdir.
Yb asqari, GaS nazik tebagalarinin kristal qurulusunu miisyyen
daracede dayisdirir, lakin materialin ssas kristal strukturu
qgorunur. Yb asqarlanmasi, GaS nazik tebaqgoalarindoeki kristal
sixhigr ve kristal oOlgiisti ilo olageli kigik deyisikliklara sebab
olub. Bu doyisikliklor ~ fotogevirici ~ xiisusiyyatlordes
yaxsilasmalara gotirib ¢ixara biler, ¢linki kristal sixliginin
artmasi, elektrik keciriciliyi ve dasiyicilarin  harekatliliyini
optimallagdirir.




SEM Olg¢malari: Soth morfologiyasinin tohlili aparilmus,
materialin sothindoki ¢atlamalar ve hissaciklorin 0Ol¢iisii
incolonmigdir. SEM analizlari, materialin sathinin elektri vo
optik xtisusiyyatlarins tesir edacok doyisikliklori gostarir.

Noaticalar: SEM oOl¢gmoalari naticosinde GaS ve Yb ilo
asqarlanmis GaS nazik tebagelerinin sath morfologiyasi
Oyronilmisdir. SEM analizleri, Yb asqar1 ilo materialin
sothindaki ¢atlamalarin azaldigini, homogenlasdiyini vo sathin
daha berabar sokilde paylandigini gostorir. Bu, tebagelorin
mexaniki va elektrik xassolorinin yaxsilasmasina gatirib ¢ixarir.
Homojen morfologiya, fotogevirci cihazlarda daha yiiksak
performans vo uzunomiirliiliik ii¢lin vacib olan yaxs1 elektrod
vo material interfeysi tomin edir.

3-cii Hafta: Raman, FTIR va XPS Ol¢malari

Edilon Islor: Raman Spektroskopiyasi: Raman cihazi ila
ol¢malar aparilaraqg, Yb ile asqarlanmis GaS nazik tobagelarinin
kristal strukturu ve optik xiisusiyyatlari arasdirilmisdir. Raman
spektrinds, materialin lazerlo isiq udma qabiliyyatinin
yaxsilasdig1 miisahide edilmisdir.

Naticalar: Raman spektri, GaS(Yb) nazik tebagalarinin
optik xiisusiyyetlorini Oyrenmoaya imkan verib. Raman
spektroskopiyast naticasinds, GaS(Yb) nazik tobagelorinde
lazerls isiq udma qabiliyyetinin yaxsilasdig1 miisahide olunub.
Yb asqar;, materialin qadagan olunmus zonasinda
doayisikliklora sabeb olaraqg, tebagenin fotogevirici cihazlarda
isiq udma qabiliyyatini artirmigdir. Bu, Yb asqarimin GaS-nin
elektron strukturu ile neca qarsiiqli slageys girmasini ve
bunun fotogevirci cihazlarin semareliliyini artirdigini siibut
edir.

FTIR Ol¢malori: FTIR olgmolori vasitesilo GaS ve
GaS(Yb)  nazik  tebagelorinin  infraqirmuzi  spektral
xtisusiyyatlori ~ Oyrenilmisdir. 100-400 cm™ oblastinda
gozloenilon piklor miisahide olundu. Bu noatico, Yb
asqarlanmasinin materialin infraqirmiz spektral
xtisusiyyatlarinde dayisikliklare ssbab oldugunu gosterdi ve
materialin fotogevirici cihazlarda  effektivliyini artirmaga
komak eds bilar.

Naticalar: FTIR 6lgmolari, GaS(Yb) nazik tebagalarinin
infraqirmizi spektral  xiisusiyystlorindaki  dayisikliklari
izlomaye imkan vermisdir ve 100-400 cm™ intervalinda olan
piklar miiayyen edilmisdir. Bu natice Yb asqarimin infraqirmizi
spektral  xiisusiyyotlorindeki  dayisikliklori  gostermisdir.
Bunlarin, Yb agqarimin optik xiisusiyystlars tesirini gosterir va
fotogevirici cihazlarda materialin effektivliyini artirma
potensialin gostarir.




XPS Olg¢malori: XPS analizi vasitesilo materialin
sothindoki kimyavi komponentlor ve qatqilarn tasiri tehlil
edilmisdir. XPS o6l¢malori Yb ve diger elementlorin material
sothindaki paylanmasini ve kimyevi veziyyetlorini gostordi, bu
da fotogevirici cihazlarin inkisafinda vacibdir.

Naticalar: XPS 6l¢gmoalari vasitasilo materialin sathindoki
kimyovi komponentlor ve asqarlarin tesiri tohlil edilmisdir.
GaS(Yb)  naziklerinin  sathindeki  kimyevi  baglanma
vaziyyotlorine tesir etdiyi miisahide olunmusdur. XPS
spektrlari, Yb-nin GaS ils slagalendirilmis kimyevi veziyyatini
gostormisdir. XPS naticalori, Yb-nin materialin sathinda
mohkom sokilds inteqrasiya olundugunu ve fotogeviricilorin
xassalarini yaxsilasdirmagq tigiin vacib oldugunu gostarmisdir.

4-cii Hofte: Hall ve EDX Ol¢malori vo Naticalarin
Tahlili

Edilon islar: EDX Olgmealari: EDX tocriibosi ilo
materialin  elementar torkibi ve asqarin paylanmasi
incalonmisdir.

Naticalar: EDX Ol¢moaloeri vasitesilo, Yb asqarimin GaS
nazik teboagelorindoki paylanmasi ve iUimumi torkibi
Oyronilmisdir. EDX naticaleri, Yb-nin tebagelor arasinda
homogen sokilde paylandigini gostormisdir. Bu, materialin
yliksak keyfiyyatli vo dayaniqh xiisusiyyatlora sahib oldugunu
gostorir. EDX noticaleri asqarin niimunanin optik ve elektrik
xassolorina tesirinin daha doarinden basa diistilmasine imkan
vermisdir.

Hall dl¢gmaloari vasitaesilo GaS(Yb) nazik tebagalarinin
elektrik xassalori, o ciimladen kegiricilik, yiikdasiyicilarin
konsentrasiyas1 ve yliriikliililk otaq temperaturunda analiz
olunmusdur. Bu  parametrlor fotogevirici  cihazlarda
materiallarin performansini dyronmak iigiin miihiim shamiyyat
kosb edir.

Naticalor: Hall 6l¢moalori, GaS(Yb) nazik tebagslarinin
elektrik xassalarini dyrenmays imkan vermisdir. Naticalar, Yb
agqaronin elektrik keciriciliyi artirdigini  gostermisdir. Yb
asqarlanmasi, niimunoenin yiikdasiyicilarin konsentrasiyas1 vo
yuriiklilliik artirmis, bununla da niimunenin fotogevirici
cihazlarda daha yaxs1 islayaceyini gostermisdir.

Umumi Notica:

Bu tedqiqatda Yb agqarinin GaS nazik tebeagslerine
tosiri otrafli sakilds arasdirilmis vo nlimunenin struktur, sath,
optik ve elektrik xassalorinde shemiyystli dayisikliklar
miisahide olunmugdur. XRD analizi Yb-agqarinin kristal
qurulusu stabil saxladigini, FTIR iss 100-400 cm™ intervalinda
asagl enerjili fonon modlarmi askar edersk infraqirmizi
diapazonda genis isiq udma qabiliyyetine isars etmisdir. SEM

4




ve EDX oOlgmoleri sathin homojenliyini ve kimyavi terkibin
uygunlugunu tesdiglomisdir. XPS ise Yb atomlarmin GaS
materiali ilo mohkem kimyevi baglanmasini tesdiq etmisdir.
Hall O©lgmalari gostermisdir ki, Yb-asqari yiikdasiyicilarin
yuriikliiytinti  artiraraq  kegiriciliyi ohomiyyotli darocada
yaxsilasdirir.

Bu naticelor Yb asqarmin GaS materialimin optik vo
elektrik xassalarini yaxsilasdirdigini ve fotogevirici cihazlarda
daha optimal tatbiqlar {iglin potensialligini siibut edir.

Bu todgigatin naticalori, GaS(Yb) nazik tebagealarinin
fotogevirici cihazlarda istifade ti¢lin uygun xiisusiyyatlore
malik oldugunu stibut edir. GaS(Yb) materialinin kristal, soth,
optik vo elektrik xassolorindoki yaxsilasmalar, onun yiiksok
effektivlikli fotogevirici cihazlarin inkisafi yarimkegirici
material kimi baxilmasimma osas verir. Materialin qadagan
olunmus zonasindaki dayisikliklar ve infraqirmizi diapazonda
isig udma qabiliyyetinin artmast movcud olan fotogevirici
materiallara nisbaten tistiinliik tagkil eds biloar.

Bu naticalor gostorir ki, GaS(Yb) materiallar1 yeni noasil
fotogevirici cihazlar tiglin potensiala malikdir. Tedqiqat hom do
HI-VI qrup birlogsmolari {izro golocok arasdirmalara tekan vera
biler ve yarnmkegirici materiallarin optimallagdirilmas:
sahasinds miihiim tohfalar taqdim edir.
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Layihanin yerina
yetirilmasindon (elmi tadbirds
va ya qisamiiddatli elmi
tacriitbake¢mada istirakdan)
alds edilan naticalar, onlarin
yenilik daracasi, elmi va
praktiki shamiyyati

Layiha ¢orgivesinde GaS(Yb) nazik tebagelorinin
xassolori miasir analitik ve eksperimental {isullarla
arasdirilmigdir. XRD, SEM, Raman, FTIR, XPS, EDX ve Hall
olgmolori kimi metodlar vasitesilo materialin kristal qurulusu,
morfologiyasi, optik ve elektrik xiisusiyyotlori tohlil
olunmusdur.

Oldo edilan naticalar:

e XRD ve Raman 6l¢gmalari Yb asqarmmin GaS-nin
kristal strukturunu goruyaraq optik
xtisusiyyatlari yaxsilasdirdigin gostermisdir.

e SEM analizlori filmlorin seth morfologiyasinda
Yb-nin homojen paylanmasini tesdiq etmisdir.

e FTIR spektrlori infraqurmizi regionda 100-400
cm™ araliginda piklerin oldugunu gostararak
fotogevirici cihazlar tclin uygunlugu
tosdiglomisdir.

e XPS ve EDX analizlori materialin kimyavi
torkibinds Yb-nin rolu vo sathdaki tasirini atrafli
gostormisdir.

e Hall 6lgmalari Yb asqarinuin elektrik kegiriciliyini
artirdigin1 miisyyen etmisdir.

Yenilik Daracasi

Yb asqarmin ve radiasiyanin tesirinin aragdirilmasi:
GaS(Yb) nazik tebagslarinin optik ve elektrik xassslorinin
yaxsilagdirilmas: iiglin tsullar taqdim edilmisdir. Materialin
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spektral vo termal xassalorinds yeniliklor miisyyan edilmisdir.
Yiiksok somaoraliliye malik cihazlarin inkisafi {iglin yeni
imkanlar temin edilmisdir.

Elmi shamiyyati:

Bu tedgiqat, GaS(Yb) nazik tebaqplarinin fotogevirici vo
optoelektron cihazlarda istifadasi {i¢iin nozari vo praktiki asas
yaratmisdir. Noticalar, bu materiallarin enerji
texnologiyalarinda istifadssine dair yeni malumatlar tsqdim
edir.

Praktiki shamiyyati:

Yb qatqilandirilmis GaS filmlari, fotovoltaik hiiceyralor
vo infraqirmiz1 detektorlar iiglin perspektivli material kimi
miiayyan edilmisdir. Bu tadqiqat, senaye saviyyesinda tatbiq
tclin material optimallagdirilmasina Vo istehsal
texnologiyalarmin inkisafina yol agir.

Layihanin yerins yetirilmasi
zamani istifads olunmus iisul
va yanasmalar

Layihada GaS(Yb) nazik tebagplarinin xassalarinin todqgiqi ve
fotogevirici cihazlarda istifadenin miiayyenlosdirilmasi iiglin
miiasir analitik tisul ve yanasmalar totbiq edilmisdir. Osas
tisullar:

XRD (Rentgen Difraksiyasi): Kristal qurulus ve fazalarin tohlili.

SEM (Elektron Mikroskopiyasi): Soth morfologiyasi ve struktur
homojenliyinin arasdirilmasi.

FTIR  (Fourier Transform Infrared Spektroskopiyasi):
Infragirmizi spektrds optik xiisusiyyatlarin analizi.

Hall Olgmolori:  Elektrik  kegiriciliyi,  yiikdasiyicilarin
konsentrasiyasi va yiiriiklilyiiniin 6yrenilmasi.

XPS (Rentgen Fotoelektron Spektroskopiyasi): Kimyavi tarkib
v elementlorin baglanma veziyyatlarinin tohlili.

EDX: Element torkibinin ve sathdaki molekulyar strukturlarin
analizi.

Layihanin yerins yetirilmasi
zamani alda olunmus
naticalarin gozlanilan tatbiq
sahalari (konkret olaraq qeyd
etmsali)

Fotogevirici cihazlar, Optoelektronika v Isiq Detektorlari, LED
va lazer cihazlarmin istehsali, Saffaf giines panellori, Kosmik
peykler iiglin infraqirmizi isiq detektorlar1 ve giinas enerjisi
toplama cihazlar

Layiha rohbarinin imzasi

Tarix 06.12.2024




